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高犵值压阻式微加速度计设计

刘凤丽，郝永平
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摘要：利用加速度计的机械变形导致电阻的变化，设计了一种测量高犵值的加速度计。在ＣｏｖｅｎｔｏｒＷａｒｅ软件下建立了

加速度计的加工工艺流程和实体模型。利用压阻分析模块 ＭｅｍＰＺＲ，采用ＦＥＭ分析方法，通过改变压阻块在悬臂梁上

的位置，得到压阻块位置与器件输出电流之间的关系，找到了压阻块在悬臂梁上的最优放置位置。改变压阻块的电导

率，验证了器件的灵敏度变化与压阻率变化的趋势是一致的。在２０ｋ犵加速度的输入下，得到了压阻块应力的分布，以

及电流的大小及分布，和悬臂梁的应力大小及分布，验证了加速度计的抗过载能力。
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●下期预告

分布式犝狀狊犮犲狀狋犲犱粒子滤波跟踪

肖延国１，２，魏建明２，邢　涛２，阴泽杰１，刘海涛２

（１．中国科学技术大学 近代物理系，安徽 合肥２３００２６；

２．中国科学院 上海微系统与信息技术研究所，上海２０００５０）

提出了一种新的分布式粒子跟踪算法。本算法主要考虑到传感网络的能量受限、通信受限等特性，

改善了通常的分布式粒子滤波粒子数目大、节点间信息交换多的弊端，能够用较少的节点计算得到对机

动目标更好的跟踪结果，实现一种改进分布式粒子滤波（ＤＵＰＦ）。ＤＵＰＦ算法其主要思想是利用ｕｎ

ｓｃｅｎｔｅｄ卡尔曼滤波改进分布式粒子滤波算法形成一个建议分布，用来生成粒子分布，在这个基础上，通

过分布式粒子滤波实现目标的在线跟踪。仿真实验表明，ＤＵＰＦ和分布式粒子滤波相比只需要后者

２５％的粒子数目，就能达到同样的跟踪精度，可以用较少的节点和通信消耗，实现很高精度的目标跟踪。
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